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(54) Title: COMPOSITIONS FOR THE CURRENTLESS DEPOSITION OF TERNARY MATERIALS FOR USE IN THE SEMI-

CONDUCTOR INDUSTRY

(54) Bezeichnung: ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR STROMLOSEN ABSCHEIDUNG TERNARER MATERIALIEN FUR DIE

HALBLEITERINDUSTRIE

(57) Abstract: The invention relates to the use of currentlessly deposited ternary nickel-containing metal alloys of the type NiM-R
(whereby M = Mo, W, Re, Cr and R = B, P) in semiconductor technology. The invention particularly relates to the use of these
deposited ternary nickel-containing metal alloys as barrier material or as selective encapsulation material for preventing the diffusion

and electromigration of copper in semiconductor components.

& (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Anwendung von stromlos abgeschiedenen terniren ni-
o ckelhaltigen Metallegierungen des Typs NiM-R (mit M = Mo, W, Re, Cr und R = B, P) in der Halbleitertechnologie. Insbesondere
bezieht sich die vorliegende Erfindung auf die Anwendung dieser abgeschiedenen ternéren nickelhaltigen Metalllegierungen als
Barrierenmaterial bzw. als selektives Einkapselungsmaterial zur Verhinderung der Diffusion und Elektromigration von Kupfer in

Halbleiterbauelementen.



